



A Method to Detect Deep Levels in Semiconductors 







































































的変化の様 j三が示されている。図2 (a) は多数キャリ












第2岡 多数キ b リアパルスをpl，接台 IC印加した時の接合容量の過渡的変
化の様子およびその変化を検山するための測定原理。
(a) 多数キャリアパルス (い 接合符量 (c) Lang によるJ5iよ





C ~C∞ー (C∞ Co )叫ト十) 11 
ζ こでτは熱放出確率の逆数で与えられ9 今の例の場
合次式で与えられる。
1 1 Ec-Et T 二一二一一一一一~ exp一一一一一一 121 en Vnσr1Nc ~"." KT 
ここで， enは電子熱放出倍率ラ σηは電子捕獲断面積，












2 (c) にはダフソレボックスカーを汗]し、た場合の ì~JJ正原
理が不されている。夕、フツLボックスカ の出かは関2 ( 
b )で表わされる接合作'量と凶 2 (c) の波形をかけ合
わせたもの，すなわち C(1 1)ー C (1 2) で与えられ
る。 12Is¥;()'らわかるように 9 ては低温では長く， (昂度
上昇とともにtぽくなる。従って，図2(a) のようにくり
返し多数キャリアパルスを加えつつ接合の温度を上昇さ
せる時 C1.1 1) ー C(1 ，)は低温および高温では零と
なり 9 その聞のある調度で C(t1) - C(t ，)は最大
怖をとる。 C(1 Jl - C (t 2) が最大となる条件は次
式で与えられる。
同士 (tI-t2)14f)l (3) 
従って， 1 1とt2を変えて測:ιすれは131式を満足する
温度がそれぞれ求まり，Tの温度依存性が得られ， ζれか




C∞ 2 Ns 
141 
ここで， NIは深い準位の濃度， Ns はド パント濃度で
:41 
ある。同じ目的のためKimerlingはロックインアンプを










(d)で、;J¥力は 9 図 2 (b) で示される政合容量と図2
される波形をかけ合わせたものとなる。計算を行なうと
ロックインアンプの出力は次式で与えられる。
Vo ニ旦二~~1'_1 + . ~~.~{悶(与)-l} 
併を与えるものと与えられる。ダフノレボックスカーの場
































ここで， T 1は零バイアスの期間であり 3 深L、準位が
電子でうめられている状態lこ対j;むし， C 1 はこの時の接
合容量である。そしてC 1はエネルギ一帯図では図1



























































答時間は数ms程度であ。実験 lとより Td~ 5 msであればキ
ャパシタンスメータ の応答の問題は解決できることが
わかっている。なお， T'dは7ms固定になっている。この
































~iP十n タイオードであり，照射量は 3 XIDHneutron/cm~ である Q













れを， E" E2， E" E4とする。ピークの電圧値よりム
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